
TX4310B
低噪声，稳压电荷泵DC / DC转换器

概述
TX4310B是一款低噪声，恒定频率（1.2MHz）开关电容器倍压器。

TX4310B从1.8V至5V输入产生稳定的输出电压。

外部元件数量较少（VDD和VOUT处有一个快速电容和两个小旁路电容）使得芯片非常适用于电池
供电的小型应用。

电荷泵架构可保持恒定的开关频率以实现空载稳压输出，并降低输出和输入波纹。

芯片具有过温保护功能，可以承受从VOUT到GND的连续短路。

内置软启动电路可防止启动过程中的浪涌电流。

芯片采用SOT23-6封装。

产品特点 应用领域
   □ 输入电压：1.8-5V ● 网络系统

   □ 固定的：3.3V输出±4% ● 医疗设备

   □ 输出电流：250mA(VIN=3V) ● 航天应用

   □ 关断电流:<1uA ● 消费类电子产品

   □ 短路保护 ● 白色LED背光

   □ 软启动 ● 锂离子电池后备电源

   □ 无电感 ● 3V至5V转换

   □ 低噪声、恒频 ● 智能卡阅读器

管脚定义
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TX4310B
管脚功能描述

管脚号 字符 管脚描述

1 VOUT 电压输出

2 GND 芯片接地

3 EN 芯片使能(高电平有效)，不允许悬浮

4 C- 电容负端

5 VDD 芯片电源

6 C+ 电容正端

电路框图
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TX4310B

原理图

极限应用参数
参数名称 标号 测试调件 MIN TYP. MAX Unit

电源电压 VDD -0.3 - 6 V

使能脚电压 VEN -0.3 6 V

输出电压 VOUT -0.3 3.5 V

输出电流 IOUT 300 mA

工作温度 TA -40 85 ℃

结温度 150 ℃

存储温度 T_STG -65 - 150 ℃

焊接温度 T_SD 焊接，10秒左右 265 ℃

静电耐压值 V_ESD 2000 V

      注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工
作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
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TX4310B

电气特性 测试条件:  VDD=VEN=3.6V,CIN=COUT=10uF,TA=25℃,除非另有说明

            

参数 标号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

电压范围 VDD 1.8 5 V

输出电压 VOUT 3.17 3.3 3.43 V

关断电流 ISHDN VEN = 0V, VOUT = 0V 0.2 uA

空载输入电流 INO-LOAD IOUT = 0mA, VIN = 2.7V 0.65 mA

转换效率 EFFI VIN = 2.7V, IOUT = 80mA 83 %

开关频率 Fosc VIN = 3.2V, IOUT = 100mA 1.2 MHz
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TX4310B

曲线特性
操作条件：TA = 25℃，除非另有规定。
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TX4310B

应用指南

     TX4310B使用开关电容充电泵将VDD升压至稳定的输出电压。通过内部电阻
分压器检测输出电压，并基于误差信号调节电荷泵输出电流，从而实现稳压。两相

非重叠时钟激活电荷泵开关。在第一个时钟阶段，电容由VDD充电。在时钟的第二
个阶段，芯片与VDD串联，并连接到VOUT。这种对快速电容器进行充电和放电的时
序以1.2MHz（典型值）的自由运行频率重复进行。在关断模式下，所有电路均关
闭，芯片仅从VDD电源汲取泄漏电流。此外，VOUT与VDD断开。EN引脚是一个阈值
电压约为0.8V的CMOS输入。当EN引脚施加一个逻辑低电平时，芯片处于关断状
态。由于EN引脚是高阻CMOS输入，因此绝对不能使其浮空。为了确保定义状
态，必须始终使用有效的逻辑电平进行驱动。

短路保护

     芯片具有内置的短路电流限制。在短路情况下会自动将输出电流限制在300mA
左右。

软启动

     芯片具有内置的软启动电路，以防止启动期间VDD过大的电流。软启动时间预
编程约为2.5ms，所以启动电流主要取决于输出电容。

输入输出电容选择

     与芯片一起使用的电容器的类型和数值决定了调节器控制环路稳定性，输出纹
波，电荷泵强度和最小启动时间等几个重要参数。为了降低噪声和纹波，建议输入
输出电容使用低ESR（<0.1Ω ）的陶瓷电容。这些电容选用10μF或更大。不建议使
用钽电容和铝电容，因为它们的ESR很高。

自举电容

     注意：由于芯片启动时其电压可能会反转，因此永远不要使用钽电容或铝电容
等极性电容。自举电容器应始终使用低ESR陶瓷电容器。自举容器控制电荷泵的强度
。为了达到额定输出电流，对于快速的电容器，至少要有2.2μF的电容。布局注意
事项：由于芯片产生的开关频率高，瞬态电流大，所以布电路板时需要小心。接地
层和所有电容器应尽量短接以将提高性能，并确保在所有条件下做适当的调节。
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TX4310B

封装信息   SOT23-6

字符 公制 英制

最小 最大 最小 最大

D 2.820 3.020 0.111 0.119
E 2.650 2.950 0.104 0.116
E1 1.500 1.700 0.059 0.067

e 0.950(BSC) 0.037(BSC)
a 1.800 2.000 0.071 0.079

A 0.000 0.100 0.000 0.004
A1 1.050 1.150 0.041 0.045
A2 1.050 1.250 0.041 0.049

L 0.3 0.6 0.012 0.024
c 0.100 0.200 0.004 0.008

θ 0° 8° 0° 8°
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